






















































专利名称(译) 液晶显示装置，其中多晶中杂质浓度的深度分布峰值位置的变化在厚度的10％以内
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摘要(译)

液晶显示装置在基板上设置有像素区域，该像素区域具有多条栅极线，
多条漏极线，多个薄膜晶体管和与多个薄膜晶体管对应的多个像素电
极，以及设置在该周边的驱动电路区域。基板和具有用于驱动多个薄膜
晶体管的驱动电路。薄膜晶体管具有形成在基板上的多晶硅半导体层，
形成在多晶硅半导体层上的栅电极，其间插入有栅极绝缘膜，覆盖多晶
硅半导体层的绝缘膜，栅极绝缘膜和栅电极，形成在绝缘膜上并与多晶
硅半导体层电连接的漏电极，以及形成在绝缘膜上的源电极，与漏电极
隔开并电连接到多晶硅半导体层。多晶硅半导体层的表面的不均匀性在
多晶硅半导体层的厚度的10％以内。
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